
발명의 명칭
 
(54) 전기 소자 탑재 배선 기판 및 그 제조 방법 

 

요약
 
【요약】 

【과제】반도체 소자나 전자 부품 등의 전기 소자를 탑재하고 기판의 소형화와 소자의 실장 밀도를 향상시킬 수 있는

배선 기판과 그것을 용이하게 제작할 수 있는 제조 방법을 제공한다.  

【해결 수단】적어도 열경화성 수지를 포함한 복수의 절연 시트 1, 6, 7을 적층해서 이루어지는 절연 기판과 절연 기

판의 표면 및 내부에 형성된 배선 회로층 3과 비어홀 도체 2를 구비하는 배선 기판의 공극 9 내에 전기 소자 4가 탑재

되고 전기 소자 4의 전극 5와 접속되는 비어홀 도체 2 a에 열경화성 수지의 경화 온도 T1 이하의 낮은 융점 T2를 가

지는 저융점 금속을 함유시켜 절연 시트의 열경화시에 비어홀 도체 2 a와 전기 소자 4와의 접속을 동시에 수행한다.  

 

 

 

 

 

(19) EP~lil*i!"Frr (J P) (12) ~ i~ !£1 

(45mffB 11l/£13,!jo9 JnOB (2001.9.10) 

(5i)IntCI. ' 

H05K 3/46 

HOlL 23/12 

H05K 

(21)1flll3~ 

(22) li1118 

1/18 

(65)~1!1!·~ 
(43)~1!1!8 

•:t:M:J1(B 

ffiJIJ jfr!-1":} 

:ti IIPP'-11 - 24425 

ljl/£1l"v- 2 Jl 1 8 (1999. 2. I) 

:til!l!2000- 223837( P2000-223837 A) 

ljl/£12<¥ 8 JJ 11 8 (2000. 8. 11) 

11l/£11<¥ 6 Fl 168 0999. 6. 16) 

ft (B2) (11),fii!"f:ftq 

~i'r-ffi3207174-J½ 
(P3207174) 

(24)HB ljl/£13,!jo 7 JJ 6 8 (2001.7.6) 

FI 

HO 5K 3/46 Q 

N 

1/18 J 

H01L 23/12 N 

(73) ~ff-~ 000006633 

Ji(t:7~j.l;;~tt_ 

~~n~m~~~~~~~•~6ft 
(72)§ft1!/lff :t;t. *-Ii 

•~~~~~mwr~1•4~ ~~'7 
~j\~-~iBtffiri! 

(56)":SC~ ,tql!II ljl!0-154874 (JP, A) 

,tql!II ljl!0-275966 (J P, A) 

*Ill! ljl-10-51150 (J P, A) 

(58) illl:i: I., 11:::i}Jf(lnt.CI. 7 , DB~) 

H05K 3/46 

H05K 1/18 

Petitioner Samsung Ex-1019, 0001



 

청구항
 
 

【청구항1항】  
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【특허청구범위】 【청구항 1】적어도 열경화성 수지를 포함한 복수의 절연층을 적층해서 이루어지는 절연 기판과

상기 절연 기판의 표면 및 내부에 형성된 배선 회로층과 금속 분말이 충전되어서 이루어지는 비어홀 도체를 구비하는

배선 기판내부가 밀폐된 공극 중에전기 소자가 탑재되고 상기 전기 소자의 전극과 상기 비어홀 도체가 전기적으로 접

속해서 이루어지는 전기 소자 탑재 배선 기판에 있어서 상기 전극과 접속되는 비어홀 도체가 상기 열경화성 수지의

경화 온도보다 10℃이상 낮다융점을 가지는 저융점 금속과,융점이 열경화성 수지의 경화 온도보다 높은 고융점 금속

과의 혼합물을 함유해, 상기 저융점 금속과 상기 고융점 금속이 체적 비율로10:90~90:10의 비율로 구성되어, 상기

비어홀 도체와 상기 전기 소자의 전극을상기 비어홀 도체 중의 저융점 금속의 가열 용융에 의해전기적으로 접속 고정

하여 되는 것을 특징으로 하는 전기 소자 탑재 배선 기판. 

 

【청구항2항】  

【청구항 2】적어도 열경화성 수지를 함유하는 미경화의 절연 시트에 비아홀을 형성하고 상기 비아홀 중에 상기 열경

화성 수지의 경화 온도보다 10℃이상낮은 융점을 가지는 저융점 금속과 융점이 열경화성 수지의 경화 온도보다 높은

고융점 금속과의 혼합물을 함유하고상기 저융점 금속과 상기 고융점 금속이 체적 비율로10:90~90:10의 비율로 구성

된다도체 페이스트를 충전해 비어홀 도체를 형성하는 A공정과 상기 절연 시트의 표면에 소정의 전기 소자를 탑재하

고 상기 전기 소자의 전극과 상기 비어홀 도체의 단부 노출부를 맞닿게 하는 B공정과 상기 전기 소자를 재치한 절연

시트의 표면에, 상기 전기 소자가 밀폐된 공극 중에 수납 탑재되도록다른 절연 시트를 적층하는 C공정과 상기 적층물

을 상기 열경화성 수지의 열경화 온도로 가열해 상기 절연 시트를 경화시키는 것과 동시에, 상기 비어홀 도체 내의 상

기 저융점 금속을 용융시켜 상기 전기 소자의 전극과 비어홀 도체를상기 용융한 저융점 금속에 의해전기적으로 접속

하는 D공정를 구비하는 것을 특징으로 하는 전기 소자 탑재 배선 기판 제조 방법. 

 

상세한 설명
 
【발명의 상세한 설명】 

【0001】 

【발명이 속하는 기술 분야】본 발명은 예를 들면 다층 배선 기판 및 반도체 소자 수납용 패키지 등에 적합하며, 특히

절연 기판 내부에 전기 소자가 내장되어서 이루어지는 전기 소자 탑재 배선 기판과 그 제조 방법에 관한 것이다.  

【0002】 

【종래 기술】전자기기는 소형화가 진행되고 있지만, 최근 휴대 정보 단말기의 발달이나 컴퓨터를 휴대해 조작하는,

이른바 모바일 컴퓨팅의 보급에 의해 또한 소형, 박형 및 고화질의 다층 배선 기판이 요구되는 경향이 있다. 또한 종

래의 다층 배선 기판에 대해서 반도체 소자나 콘덴서 소자, 저항 소자 등의 전기 소자를 탑재시킬 경우에는 미리 제작

된 인쇄 배선 기판의 표면에 소자를 접착하고 와이어 본딩에 의해 배선 기판의 배선 회로층과 접속하고 또는 배선 기

판의 표면에 전기 소자를 반전 등에 의해 직접 실장하고 실장한 소자를 수지에 의해 몰드하는 방법, 절연 기판의 표면

에 오목부를 형성하여 그 오목부 내에 소자를 수납해 수지 몰드하거나 덮개에 의해 오목부를 기밀하게 밀봉하는 방법

등이 채택되어 있다.  

【0003】또한 최근에는 휴대 정보 단말 등 소형 경량 박형화가 요구되는 용도에 이용하는 기판에 대해서 최근에는

TAB(tape automated bonding)라고 하는 방법이 이용되고 있다. TAB 접속법은 소정 부분에 반도체 소자를 수납하는

구멍이 형성된 폴리이미드 수지 등의 필름의 전면에 금속박을 접착한 후, 이 금속박을 포토 에칭에 의해 반도체 소자

의 접속하기 위한 이너리드와 아우터 리드로 구성되는 리드 배선층이 형성된, 이른바 TAB 테이프에 대해서 반도체 소

자의 범프와 이너리드를 접속하는 방법이다.  

【0004】 

【발명이 해결하고자 하는 과제】그렇지만 종래의 전기 소자를 탑재하는 방법에 있어서는 미리 제작한 배선 기판의

표면에 전기 소자를 탑재하고 배선 회로층과 전기적으로 접속하는 공정이 필요하고 전기 소자를 포함한 전기 장치를

완성할 때까지의 제조 공정이 많아 고비용을 초래하고 있었다. 게다가 전기 소자의 탑재부가 배선 기판의 표면뿐이기

위해 기판의 얇은층화, 소형화 및 복수의 전기 소자의 고밀도 실장화를 저해하고 있었다.  

【0005】또한 접속 방법에 있어서도 반도체 소자의 실장을 와이어 본딩에 의해 수행할 경우, 접속 패드는 200μm정

도의 피치가 필요해서 그것보다 작은 피치에서의 접속이 어려워져, 소형화에 대응할 수 없는 것이었다. 또한 각각의

단자 간을 접속할 필요가 있기 위해, 접속에 필요한 시간이 길어져, 생산성이 떨어지는 문제가 있었다. 게다가 와이어

본딩에 의한 접속은 와이어가 루프를 그리도록 배선 하지 않을 수 없기 때문에 필연적으로 실리콘 칩의 두께 방향으

로 0.5 mm정도의 클리어런스를 만들 수밖에 없게 되며 반도체 장치의 박형화를 저해하고 있었다.  
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【0006】이것에 대해서 TAB 접속법은 반도체 소자와 리드를 한 번의 접속 처리로 접속할 수 있는 것에서 단시간에

접속할 수 있기 때문에, 양산성이 우수하다라는 이점을 가지는 반면 TAB 테이프로 불리는 동박을 편면에 접착한 폴리

이미드 수지 필름을 사용하는 것 마셔 실현 가능한 접속 방법이기 때문에 접속 단자가 500을 넘으면 20μm이하의 배

선폭이 필요한 등 실리콘 칩의 단자 수 증가에 대응할 수 없다고 하는 문제가 있었다.  

【0007】따라서, 본 발명은 반도체 소자나 전자 부품(콘덴서 소자, 저항 소자, 필터 소자, 발진 소자 등)의 전기 소자

를 탑재하고 기판의 소형화와 소자의 실장 밀도를 향상시킬 수 있는 전기 소자 탑재 배선 기판을 제공하는 것을 목적

으로 하는 것이다. 또한 본 발명은 배선 기판 내부에 전기 소자를 내장할 수 있는 배선 기판을 용이하게 제작할 수 있

는 전기 소자 탑재 배선 기판 제조 방법을 제공하는 것을 목적으로 하는 것이다.  

【0008】 

【과제를 해결하기 위한 수단】본 발명자는 전기 소자가 밀폐된 공극 중에 탑재한 배선 기판의 소형화 및 제조의 간

략화에 대해서 검토를 겹친 결과, 비어홀 도체 중에 절연 기판 중에 포함되는 열경화성 수지의 경화 온도보다 낮은 융

점을 가지는 저융점 금속과 융점이 열경화성 수지의 경화 온도보다 높은 고융점 금속을 소정 비율로 혼합한 혼합물을

함유시킴으로써 상기 전기 소자의 전극과 상기 비어홀 도체와의 접속을 저융점 금속의 가열 용융에 의해 전기 소자의

전극을 비어홀 도체와 접속시킴으로써 전기 소자를 배선 기판 내에 용이하게 내장할 수 있는 것을 찾아내, 본 발명에

이르렀다.  

【0009】즉 본 발명의 전기 소자 탑재 배선 기판은 적어도 열경화성 수지를 포함한 복수의 절연층을 적층해서 이루

어지는 절연 기판과 상기 절연 기판의 표면 및 내부에 형성된 배선 회로층과 금속 분말이 충전되어서 이루어지는 비

어홀 도체를 구비하는 배선 기판 내부가 밀폐된 공극 중에 전기 소자가 탑재되고 상기 전기 소자의 전극과 상기 비어

홀 도체가 전기적으로 접속해서 이루어지는 전기 소자 탑재 배선 기판에 있어서 상기 전극과 접속되는 비어홀 도체가

상기 열경화성 수지의 경화 온도 보다 10℃이상 낮다 융점을 가지는 저융점 금속과 , 융점이 열경화성 수지의 경화 온

도보다 높은 고융점 금속과의 혼합물을 함유해 , 상기 저융점 금속과 상기 고융점 금속이 체적 비율로10:90~90:10의

비율로 구성되어 , 상기 비어홀 도체와 상기 전기 소자의 전극을 상기 비어홀 도체 중의 저융점 금속의 가열 용융에

의해 전기적으로 접속 고정하여 되는 것을 특징으로 하는 것이다.  

【0010】또한 본 발명의 전기 소자 탑재 배선 기판 제조 방법에 의하면 적어도 열경화성 수지를 함유하는 미경화의

절연 시트에 비아홀을 형성하고 상기 비아홀 중에 상기 열경화성 수지의 경화 온도 보다 10℃이상 낮은 융점을 가지

는 저융점 금속과 융점이 열경화성 수지의 경화 온도보다 높은 고융점 금속과의 혼합물을 함유하고 상기 저융점 금속

과 상기 고융점 금속이 체적 비율로10:90~90:10의 비율로 구성된다 도체 페이스트를 충전해 비어홀 도체를 형성하

는 A공정과 상기 절연 시트의 표면에 소정의 전기 소자를 탑재하고 상기 전기 소자의 전극과 상기 비어홀 도체의 단

부 노출부를 맞닿게 하는 B공정과 상기 전기 소자를 재치한 절연 시트의 표면에 , 상기 전기 소자가 밀폐된 공극 중에

수납 탑재되도록 다른 절연 시트를 적층하는 C공정과 상기 적층물을 상기 열경화성 수지의 열경화 온도로 가열해 상

기 절연 시트를 경화시키는 것과 동시에, 상기 비어홀 도체 내의 상기 저융점 금속을 용융시켜 상기 전기 소자의 전극

과 비어홀 도체를 상기 용융한 저융점 금속에 의해 전기적으로 접속하는 D공정를 구비하는 것을 특징으로 하는 것이

다.  

【0011】 

【발명의 실시 형태】이하, 본 발명을 도면을 기초로 설명한다. 도 1은 본 발명의 전기 소자 탑재 배선 기판을 제조하

기 위한 제조 공정을 설명하기 위한 도이다.  

【0012】도 1에 의하면 우선 도 1(a)에 나타난 바와 같이, 경화 온도 T1의 열경화성 수지를 포함한 연질(B스테이지

상태)의 절연 시트 1을 제작하고 이 절연 시트 1에는 두께 방향으로 관통하는 비아홀을 형성하고 그 비아홀 중 전기

소자의 전극과 접속되는 비아홀 내에 상기 열경화성 수지의 경화 온도 T1 이하의 낮은 융점 T2를 가지는 저융점 금속

과 융점이 열경화성 수지의 경화 온도보다 높은 고융점 금속을 함유하는 도체 페이스트를 스크린 인쇄나 흡인 처리하

면서 충전하고, 전기 소자 접속용 비어홀 도체 2 a를 형성한다. 또한 도 1(a)에 의하면 전기 소자 접속용 비어홀 도체

2 a 이외에 일반의 비어홀 도체 2 b도 형성되어 있다.  

【0013】여기서 이용되는 절연 시트 1은 열경화성 수지, 또는 열경화성 수지와 필러 등의 조성물을 혼련기나 3개 롤

등의 수단에 의해 충분히 혼합하고, 이것을 압연법, 압출법, 사출법, 닥터 블레이드법 등에 의해 시트형으로 성형하거

나, 또는 선택적으로 경화 온도보다 약간 낮은 온도에서 열처리해 반경화시킴으로써 제작된다.  

【0014】그리고 절연 시트로의 비아홀(비아홀) 및 공극부의 형성은 드릴, 펀칭, 샌드 블라스팅, 혹은 탄산가스 레이

저, YAG 레이저 및 엑시머 레이저 등의 조사에 의한 가공 등 공지 방법이 채택된다.  

【0015】덧붙여 절연 시트를 형성하는 열경화성 수지로서는 절연재료로서의 전기적 특성, 내열성 및 기계적 강도를

가지는 열경화성 수지이면 특별히 제한되는 것이 아니고 예를 들면 아라미드 수지, 페놀 수지, 에폭시 수지, 이미드

수지, 불소 수지, 페닐렌에테르 수지, 비스마이 RAID 트리아진 수지, 유레아수지, 멜라민 수지, 실리콘 수지, 우레탄

수지, 불포화 폴리에스테르 수지, 알릴 수지 등이 단독 또는 조합해 사용할 수 있다.  
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【0016】또한 상기의 절연 시트 1 중에는 절연 기판 혹은 배선 기판 전체의 강도를 향상시키기 위해, 유기 수지에 대

해서 필러를 복합화시킬 수도 있다. 유기 수지와 복합화되는 필러로서는 SiO2, Al2O3, ZrO2, TiO2, AlN, SiC, BaTiO

3, SrTiO3, 제올라이트, CaTiO3, 붕산 알루미늄 등의 무기질 필러가 적합하게 이용된다. 또한 유리나 아라미드 수지

로 구성되는 부직포, 직포 등에 상기 수지를 함침시켜 이용하여도 좋다. 덧붙여 유기 수지와 필러는 체적 비율로

15:85~50:50의 비율로 복합화되는 것이 적당하다.  

【0017】이들 중(안)에서도 펀칭 또는 레이저 등에 의해 가공의 용이성 점에서 에폭시 수지, 이미드 수지, 페닐렌에

테르 수지의 군에서 선택되는 적어도 1종의 열경화성 수지와 필러 성분으로서 실리카 또는 아라미드 부직포와의 혼합

물인 것이 가장 바람직하다.  

【0018】한편, 전기 소자의 전극과 접속되는 비어홀 도체 2 a에 충전하는 도체 페이스트 중에 포함되는 저융점 금속

으로서는 주석(Sn), 아연(Zn), 비스무트(Bi) 및 이들과 은 (Ag), 구리(Cu) 등과의 합금이 적합하게 이용된다.  

【0019】저융점 금속의 융점 T2와 열경화성 수지의 경화 온도 T1란 T1-T210℃의 관계를 만족하는 것이 필요하고

이것에 의해 열경화성 수지의 경화 중에 저융점 금속이 가열 용융해, 전기 소자의 전극과 용이하게 견고하게 결합시

킬 수 있다.  

【0020】또한 이 저융점 금속은 도체 페이스트 중의 금속 성분의 전부를 구성하면, 후술하는 열경화시에 용융했을

때 비어홀 도체 내에서의 보형성이 나빠지기 위해, 융점이 열경화성 수지의 경화 온도보다 높은 고융점 금속과 혼합

해 이용한다. 융점이 열경화성 수지의 경화 온도보다 고융점 금속으로서는 구리, 은 , 구리 은 합금 혹은 이들의 혼합

물이 적합하게 사용된다. 상기 고융점 금속과 상기 저융점 금속은 체적 비율로90~10:10~90의 비율로 혼합한다.  

【0021】또한 전기 소자와 접속되지 않는 비어홀 도체 2 b는 반드시 저융점 금속을 포함할 필요는 없고 통상의 구리,

은 , 혹은 이들을 포함한 합금 등의 고융점의 금속 분말을 포함한 도체 페이스트를 충전하면 좋다.  

【0022】도체 페이스트를 조제할 경우, 저융점 금속, 혹은 고융점 금속과 저융점 금속은 평균 입경이 0.5~50μm의

금속 분말로서 조제하는 것이 바람직하고 금속 분말의 평균 입경이 0.5μm보다 작으면 금속 분말끼리의 접촉 저항이

증가해 비어홀 도체의 저항이 높아지는 경향이 있어 50μm를 넘으면 비어홀 도체의 저저항화가 어려워지는 경향이

있다.  

【0023】또한 도체 페이스트 중에는 전술한 것과 같은 금속 분말에 대해서 전술한 것과 같은 결합용 유기 수지나 용

제를 첨가 혼합해 조제된다. 페이스트 중에 첨가되는 용제로서는 이용하는 결합용 유기 수지가 용해 가능한 용제이면

좋고 예를 들면 이소프로필 알코올, 테르피네올,2-옥탄올, 부틸 카르비톨 아세테이트 등이 이용된다.  

【0024】도체 페이스트 중의 결합용 유기 수지로서는 전술한 다양한 절연층을 구성하는 유기 수지의 외, 셀룰로오스

등도 사용된다. 이 유기 수지는 상기 금속 분말끼리를 서로 접촉시킨 상태에서 결합함과 동시에, 금속 분말을 절연 시

트에 접착시키는 작용을 이루고 있다. 이 유기 수지는 금속 페이스트 중 0.1 내지 40 체적％, 특히 0.3 내지 30 체적

％의 비율로 함유되는 것이 바람직하다. 이것은 수지량이 0.1 체적％보다 적으면 금속 분말끼리를 견고하게 결합하는

것이 어렵고 저저항 금속을 절연층에 견고하게 접착시키는 것이 곤란해져, 반대로 40 체적％을 넘으면, 금속 분말 사

이에 수지가 개재하게 되어 분말끼리를 충분히 접촉시키는 것이 어려워져, 비어홀 도체의 저항이 커지기 때문이다.

이어서 도 1(b)에 나타난 바와 같이, 절연 시트 1의 앞면 혹은 뒷면에 적당, 배선 회로층 3을 형성한다. 배선 회로층

3의 형성은 1) 절연 시트 1의 표면에 금속박을 접착한 후, 식각 처리해 회로 패턴을 형성하는 방법, 2) 절연 시트 1 표

면에 레지스트를 형성하여 도금에 의해 형성하는 방법, 3) 전사 필름 표면에 금속박을 접착해 금속박을 식각 처리해

회로 패턴을 형성한 후, 이 금속박으로 구성되는 회로 패턴을 절연 시트 1 표면에 전사시키는 방법 등을 들 수 있다.

이 때, 전기 소자의 전극과 접속되는 비어홀 도체 2 a에 대해서는 배선 회로층을 형성하지 않거나 또는 상기 저융점

금속을 포함한 접속용 패드를 설치해도 좋다.  

【0025】배선 회로층 3으로서는 구리, 알루미늄, 금, 은의 군에서 선택되는 적어도 1종, 또는 2종 이상의 합금으로

구성되는 것이 바람직하고 특히 구리, 또는 구리를 포함한 합금이 가장 바람직하다. 또한 경우에 따라서는 도체 조성

물로서 회로의 저항 조정을 위해 Ni-Cr합금 등의 고저항의 금속을 혼합, 또는 합금화해도 좋다. 또한 배선 회로층의

저저항화를 위해 상기 저저항 금속보다 저융점의 금속, 예를 들면 땜납, 주석 등의 저융점 금속을 도체 조성물 중의

금속 성분 중에2~20중량％의 비율로 포함할 수 있다.  

【0026】그 후, 도 1(c)에 나타난 바와 같이, 상기 절연시트 1의 표면에 전기 소자 4를 재치하고 전기 소자 4의 이면

에 형성된 전극 5를 비어홀 도체 2 a의 단면 노출부와 맞닿게 한다.  

【0027】이 때의 전기 소자 4로서는 반도체 소자, 콘덴서 소자, 저항 소자, 필터 소자, 발진 소자 등을 들 수 있어 특

히 내열 온도가 경화 온도 T1보다 높은 것이 바람직하다.  

【0028】그리고 전기 소자 4를 탑재한 절연 시트 1을 비어홀 도체 2 b나 배선 회로층 3이 형성된 다른 절연 시트

6,7, 8과 함께 적층한다. 이 때, 도 1(d)에 나타난 바와 같이, 절연 시트 1의 바로 위 절연 시트 6에 대해서는 전기 소

자 4를 수납하기 위한 개구 9를 형성해 적층함으로써, 전기 소자 4를 절연 시트 1, 6, 7에 의해 형성되는 밀폐된 공극

중에 수납 탑재할 수 있다.  
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【0029】그 후, 상기와 같이 제작된 적층물을 절연 시트 1 중의 열경화성 수지의 경화 온도 T1 이상으로 가열함으로

써, 절연 시트 1, 6, 7을 완전 경화시킨다.  

【0030】이 때, 비어홀 도체 2 a 내의 저융점 도체 재료는 그 융점 T2가 경화 온도 T1보다 낮기 때문에 상기 열경화

시에 용융하는 결과, 전기 소자 4의 전극 5와 비어홀 도체 2 a를 전기적으로 접속할 수 있다.  

【0031】그 결과, 도 1(e)에 나타난 바와 같이, 전기 소자 4를 다층 배선 기판 A내부가 밀폐된 공극 10 중에 수납 탑

재되고 공극 10 내에서 비어홀 도체 2 a와 전기적으로 접속된 전기 소자를 탑재한 다층 배선 기판을 제작할 수 있다.  

【0032】덧붙여 본 발명에 의하면 상기 방법을 발전시켜 모든 형태의 전기 소자를 탑재한 배선 기판을 제작할 수 있

고 예를 들면 다층 배선 기판 내의 동일층내, 혹은 다른 층에 복수의 공극부를 형성해 각각 전기 소자를 수납 탑재시

켜 복수의 전기 소자를 탑재시킬 수 있다. 또한 열경화성 수지를 경화 전에 유동시키고 전기 소자 4 주변 절연상과의

간극을 최대한 작게 하는 것이 신뢰성을 향상시키는데 바람직하다.  

【0033】또한 상기 방법은 전기 소자를 기판 내부에 수납했을 경우에 대해서 기술했지만, 전기 소자를 기판의 표면

에서 비어홀 도체와 접속시킬 경우에도 적용할 수 있고 또한 상기와 같이 기판 내부로의 수납 탑재와 함께 기판 표면

으로의 탑재도 동시에 수행하는 것도 가능하다.  

【0034】이와 같이 본 발명에 의하면 배선 기판의 내부에 단일 뿐만 아니라 복수의 전기 소자를 용이하게 탑재할 수

있기 위해, 배선 기판의 소형화와 전기 소자의 실장 밀도를 향상시킬 수 있는 전기 소자 탑재 배선 기판을 제공할 수

있다. 게다가 본 발명 제조 방법에 의하면 전기 소자의 배선 기판으로의 접속과 다층 배선 기판과의 제조를 동시에 수

행할 수 있는 결과, 제조 공정의 간략화 가능하며 제조의 수율을 높이고 비용의 감소를 도모할 수 있다.  

【0035】 

【실시예】(1) PPE(폴리페닐렌 에테르) 수지(경화 온도 T1=200℃) 50 체적％, 실리카 분말 50 체적％의 비율이 되도

록 바니시 상태의 수지와 분말을 혼합해 닥터 블레이드법에 의해 두께 75 mm의 절연 시트 a를 제작하고 그 절연 시

트 a에 펀칭으로 직경 0.1 mm의 비아홀을 복수개 형성하고 그 중에서 전기 소자의 전극과 접속되는 비아홀 내에 표

면에 은을 도금한 평균 입경이 5μm의 구리 분말을 50 체적％, 저융점 금속으로서 Sn-Pb공정 솔더로 구성되는 평균

입경이 3μm의 분말(융점 T2=183℃)을 50 체적％으로 구성되는 금속 성분에 대해서 트리알릴 이소시아누레이트를 5

체적％의 비율로 첨가한 도체 페이스트를 충전해 비어홀 도체를 형성했다. 또한 전기 소자와 접속되지 않는 비아홀에

도 같은 도체 페이스트를 충전했다.  

【0036】(2) 한편, 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 수지로 구성되는 전사 시트의 표면에 접착제를 도포하고 두께

12μm, 표면 거칠기 0.8μm의 동박을 일면에 접착했다. 그리고 포토레지스트(드라이 필름)를 도포해 노광 현상을 한

후, 이것을 염화제2철 용액 중에 침지해 비패턴부를 식각 제거해 배선 회로층을 형성했다. 덧붙여 제작한 배선 회로

층은 선폭이 20μm, 배선과 배선과의 간격이 20μm의 미세한 패턴이다.  

【0037】(3) 그리고 (1)로 제작한 절연 시트 a의 표면에 전사 시트의 배선 회로층 측을 절연 시트 a에 50 kg/cm2의

압력으로 압착한 후, 전사 시트를 벗기고, 배선 회로층을 절연 시트 a에 전사시켰다.  

【0038】(4) 이어서 비어홀 도체 및 배선 회로층이 형성된 절연 시트 a의 표면에 실리콘 반도체 메모리 칩(내열 온도

250℃)을 재치하고 칩의 이면에 형성된 전극과 비어홀 도체의 단부 노출부가 맞닿도록 위치 맞춤하고 접착제에 의해

임시고정했다.  

【0039】(5) 그 후, 상기와 동일하게 해 비어홀 도체 또는 배선 회로층을 형성한 절연 시트 b에 대해서 전기 소자의

크기보다 조금 큰 개구를 펀칭에 의해 형성하고 그것을 전기 소자의 두께분 적층하고 마지막에 개구를 가지지 않는

절연 시트 c를 적층하고 20 kg/cm2의 압력을 인가해 압착했다.  

【0040】(6) 그리고 이 적층물을 200℃에서 1 시간 가열해 완전 경화시켜 다층 배선 기판을 제작했다. 덧붙여 가열

에 의한 수지의 유동으로 절연 시트 개구부가 수축해 절연층과 칩이 밀착하고 칩과 절연층과의 간극은 거의 없어져

있었다.  

【0041】얻어진 다층 배선 기판에 대해서 단면에서의 배선 회로층이나 비어홀 도체 형성 부근을 관찰한 결과, IC소

자와 비어홀 도체는 비어홀 도체 중의 저융점 금속의 용융에 의해 양호한 접속 상태이며 각 배선 간의 도통 시험을 한

결과, 배선의 단선도 인정받지 못했다. 또한 IC소자의 동작에 있어서도 아무런 문제는 없었다. 얻어진 다층 배선 기판

을 습도 85％, 온도 85℃의 고온 다습 분위기에 100 시간 방치했지만, 육안으로 판별할 수 있을 정도의 변화는 전혀

발생하지 않았었다.  

【0042】 

【발명의 효과】이상 상술한 대로, 본 발명에 의하면 배선 기판의 내부에 단일 혹은 복수의 전기 소자를 용이하게 탑

재할 수 있기 위해, 배선 기판의 소형화와 전기 소자의 실장 밀도를 향상시킬 수 있는 전기 소자 탑재 배선 기판을 제

공할 수 있다. 게다가 본 발명 제조 방법에 의하면 전기 소자의 배선 기판으로의 접속과 다층 배선 기판과의 제조를

동시에 수행할 수 있는 결과, 제조 공정의 간략화 가능하며 제조의 수율을 높이고 비용의 감소를 도모할 수 있다.  

【도면의 간단한 설명】 
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【도 1】본 발명의 전기 소자 탑재 배선 기판 제조 방법을 설명하기 위한 공정도이다.  

【부호의 설명】 

1,6,7,8 절연 시트 2 비어홀 도체 3 배선 회로층 4 전기 소자 5 전극 9 개구 10 공극  

 

 

 

 
<면책 안내> 

본 문서는 ㈜ 윕스의 자동번역 시스템으로 생성된 파일입니다. 기계번역에 의한 오역의 가능성이 있으며 시스템, 네

트워크 문제에 의한 데이터 누락, 불일치 등이 발생할 수 있습니다. ㈜윕스는 본 문서에 대한 어떠한 법적 책임도 지

지 않습니다. 본 문서를 ㈜윕스의 사전 동의 없이 재 가공하거나, 본사의 서비스에 권한 없는 대상을 위해 데이터베이

스 및 시스템에 저장하여 재생, 복사, 배포할 수 없음을 알려드립니다.

 

도면

【그림 1】
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